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Θέµα 1. α) Ποιά είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα της επαφής Ρ Ν;

β) Πώς ονοµάζεται το ηλεκτρόδιο που συνδέεται µε την περιοχή Ρ όταν η επαφή χρησιµοποιείται σαν δίοδος;

γ) Το τυπικό ρεύµα πύλης ενός FET είναι µηδαµινό σε σχέση µε το ρεύµα βάσης ενός BJT για το ίδιο ελεγχόµενο ρεύµα. Πώς συµ 

βαίνει αυτό;

δ) Για ένα FET σχολιάστε τους όρους: «τάση αποκοπής» και «τάση φραγής» συσχετίζοντας την απάντηση µε ένα διάγραµµα χαρακτη 

ριστικών καµπυλών.

ε) Γιατί ένας σχεδιαστής κυκλωµάτων θα προτιµούσε MOSFET αντί BJT;

Θέµα 2. Οι µετρήσεις που έγιναν στο κύκλωµα του Σχήµατος 1 έδωσαν τις τιµές VB = +1.2V

και VE = +1.8V. Να υπολογιστούν τα IB , IE , IC , VC , VCE VCB , και ο συντελεστής β του τρανζίστορ.

Θέµα 3. Να σχεδιαστεί κύκλωµα διπλής ανόρθωσης µε µετασχηµατιστή µε µεσαία λήψη στο

δευτερεύον, σταθεροποίηση & εξοµάλυνση τάσης.

Θέµα 4. Τα παρακάτω κυκλώµατα των σχηµάτων (2) , (3) και (4) µπορούν να βρεθούν σε κατά 

σταση αγωγής; ∆ώστε εξήγηση.

Να απαντηθούν τρία (3) θέµατα.

R

Z1

11
Σχήµα 4

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Σχήµα 3

+5V

+12V

77

Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-14 Εξάµηνο Χειµερινό
Εξετ. Περίοδος Φεβρουαρίου 19 Φεβρουαρίου 2014
∆ιάρκεια εξέτασης: 2h Θέµατα ισοδύναµα

5kΩ

B

C

E

100kΩ 5kΩ

+10V

-10V

Σχήµα 1

+5V

+12V

66
Σχήµα 2


